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(57) Rezumat:
1
Inventia se refera la  tehnologia

semiconductorilor §i poate fi utilizata la
fabricarea dispozitivelor de conversie a
radiatiei solare in energie electrica.

Procedeul de crestere a structurii pInP-
nCdS include amplasarea unui substrat de
pInP, corodat preventiv, cu orientarea
cristalograficd (100) si dezorientarea de 3...5°
in directia (110) intr-un reactor, incdlzirea

zonei de crestere a substratului i stabilizarea

2
temperaturii in diapazonul de 400...450°C,

pulverizarea, in flux deschis de oxigen, a
solutiilor de CdCl, si SnCly cu formarea pe
substrat a unui strat de Cd,SnQO,, apoi
pulverizarea solutiilor de CdCl, si CS(NH,); cu
formarea pe acesta a unui strat de nCdS.

Revendiciri: 1



(54) pInP-nCdS structure growth method

(57) Abstract:
1
This invention relates to semiconductor

technology and can be used for manufacturing
solar radiation-to-electric energy converters.
The pInP-nCdS structure growth method
comprises placing a pre-etched pInP substrate
with the crystallographic orientation (100) and
disorientation of 3...5° in the direction (110)

into a reactor, heating the substrate growth

(54) Cnoco® pocra cTpyktypsbl pInP-nCdS

(57) Pegepar:
1
H3o00perenre OTHOCHTCS K MONYIPO-

BOTHHKOBOH TEXHOIOTMH M MOXKET OBITH
HCITONIF30BAaHO JUIS H3TOTOBIICHHS
Ipeodpa3oBaTee COMHEYHOrO H3IydCHHS B
NIEKTPHUECCKYIO SHEPTHIO.

Cmocod pocra cTpykTypsl pInP-nCdS
BKIIIOUAET  pa3MEIICHHE  IPEIBApUTEIHHO
IIPOTPaBIICHHON pInP TIOJIIOKKH c
KpHcTauTorpadmdeckoi opuenTanuei (100) u
pasopueHTanueit 3...5° B mampasnerun (110)

B PCaKTOp, HAIrpCB 30HLI POCTa IMOMJIOKKH H

2
zone and stabilizing the temperature in the

range of 400...450°C, spraying, in open
oxygen flow, the CdCl, and SnSl; solutions
with the formation on the substrate of a
Cd,Sn0O, layer, then spraying the CdCl, and
CS(NH,), solutions with the formation thereon
of a nCdS layer.

Claims: 1

2
CTa0MITH3 a0  TCMIICpaTyphbl B Jualra3OoHe

400...450°C, pacopuieHnE, B OTKPHITOM
MOTOKE Kucaopoaa, pactBopoB CdCl, u SnCly ¢
¢dbopmupoBarmeM Ha ToToKKe ¢1og CdySnQOy,
3areM pacmeuieEne pactBopoB  CdCl, u
CS(NH,), ¢ ¢opMmupoBaHUEM Ha HEM CIIOS
nCdS.

I1. popmymsr: 1
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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizatd la
fabricarea dispozitivelor de conversie a radiatiei solare 1n energie electrica.

Este cunoscut un procedeu de crestere a structurilor pInP-nCdS prin metoda
volumului inchis in hidrogen. Structura pInP-nCdS este crescutd pe substraturi de
pInP cu concentratia purtitorilor de sarcind de 9-10"" cm™. Substraturile de pInP au
o suprafatd de 25 mm” si grosimea de 0,4 mm. Straturile de nCdS sunt crescute la
temperaturile sursei de 800°C si cea a substraturilor de 710°C [1].

Dezavantajul acestui procedeu consta in suprafata micd a zonei de depunere a
stratului de nCdS, fapt ce limiteaza productivitatea procedeului.

Cea mai apropiata solutie este procedeul de crestere a structurilor pInP-nCdS in
flux deschis de hidrogen. Depunerea stratului de nCdS pe substraturile de pInP a fost
realizatd la o temperaturd a sursei de 840°C, temperatura substraturilor de
670...730°C la un debit al fluxului de hidrogen de 300 cm’/m. In calitate de
substraturi au fost folosite plachete de InP cu orientarea cristalografica (100) cu
dezorientarea de 3...5° in directia (110). In calitate de sursd a servit sulfura de
cadmiu granulat. Stratul de nCdS este preparat intr-un reactor cu lungimea zonei de
depunere de 15 c¢m, in care substraturile sunt aranjate orizontal fatd de fluxul de
gaze (H,) si gradientul de temperatura este de 5°C/cm [2].

Dezavantajul procedeului constd In aceea cd este costisitor §i nu permite
obtinerea unui strat de nCdS de aceeasi grosime in zona de depunere si aviand
aceleasi proprietati electrofizice.

Problema pe care o rezolvd prezenta inventie constd In cresterea stratului de
nCdS cu aceleasi proprietdti electrofizice, la temperaturi mai joase, de acecasi
grosime pe suprafete mari i mai ieftin.

Procedeul de crestere a structurii pInP-nCdS inldturd dezavantajele mentionate
mai sus prin aceea ci include amplasarea unui substrat de pInP, corodat preventiv,
cu orientarea cristalografica (100) si dezorientarea de 3...5° in directia (110) intr-un
reactor, incdlzirea zonei de crestere a substratului si stabilizarea temperaturii in
diapazonul de 400...450°C, pulverizarea, in flux deschis de oxigen, a solutiilor de
CdC(l, si SnCly cu formarea pe substrat a unui strat de Cd,SnQ,, apoi pulverizarea
solutiilor de CdCl, si CS(NH,), cu formarea pe acesta a unui strat de nCdS.

Rezultatul inventiei constd in cresterca stratului de nCdS la temperaturi mai
joase de aceeasi grosime, ce permite de a spori reproducerea parametrilor la
confectionarea pe baza lor a dispozitivelor fotovoltaice. Acest lucru se datorcazi
faptului cé pe substratul de pInP initial se depune un strat de Cd,SnO, din solutiile
de CdCl, si SnCly, apoi se depune stratul de nCdS.

Exemplu de realizare a procedeului

Straturile au fost crescute intr-un reactor vertical la o presiune a fluxului de
oxigen de 30 kPa. In calitate de materiale au fost folosite clorurd de cadmiu (CdCl,),
tetraclorura de staniu (SnCly) si tioureie (CS(NH,),)s, iar in calitate de gaz purtédtor —
oxigen. Ca substrat s-au folosit plachete monocristaline de pInP cu orientarea (100)
si dezorientarea de 3...5° in directia (110) si concentratia purtdtorilor de sarcind de
10'® cm™.

Plachetele de pInP se prelucreaza cu toluen, alcool izopropilic si se corodeaza in
solutie de metanol +5%Br, se usuca in vapori de alcool izopropilic §i se amplaseaza
intr-un reactor pe un suport cu suprafata de 80 ¢cm”, apoi se introduc intr-un cuptor
electric. Se stabilizeaza temperatura in zona de crestere in diapazonul de
400...450°C, se pulverizeaza in flux deschis de oxigen solutiile de CdCl, si SnCly,
formandu-se pe substrat un strat de Cd,SnQO,, dupd un minut se pulverizeaza solutiile
de CdCl, si CS(NH,),, formandu-se pe stratul de Cd,SnO, un strat de nCdS.
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(57) Revendicari:

Procedeu de crestere a structurii pInP-nCdS, care include amplasarea unui
substrat de pInP, corodat preventiv, cu orientarea cristalograficda (100) si
dezorientarea de 3...5° in directia (110) intr-un reactor, incélzirea zonei de crestere a
substratului §i stabilizarea temperaturii in diapazonul de 400...450°C, pulverizarea,
in flux deschis de oxigen, a solutiilor de CdCl, si SnCly cu formarea pe substrat a
unui strat de Cd,SnQOy, apoi pulverizarea solutiillor de CdCl, si CS(NH,), cu
formarea pe acesta a unui strat de nCdS.
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